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【57】申請專利範圍
1.　一種電容式微機械超音波換能器，包含：
一下電極，包含：

一下基板，包含一金屬層覆蓋區以及一非金屬層覆蓋區；

一金屬層，覆蓋該金屬層覆蓋區；以及

一第一絕緣層，覆蓋該金屬層以及該非金屬層覆蓋區，其中覆蓋該金屬層的第一絕緣層

形成一第一凸部，覆蓋該非金屬層覆蓋區的第一絕緣層形成一第一凹部；

一共晶合金，設置於該第一凹部；

一薄膜層，被至少一部份的第一凸部止擋且與該共晶合金接合，使該薄膜層與裸露的金

屬層之間形成一空腔；以及

一上電極，覆蓋該薄膜層對應該空腔位置的區域。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之電容式微機械超音波換能器，其中該空腔由該薄膜層、未
被該第一絕緣層覆蓋的金屬層以及位於前述金屬層兩側的第一絕緣層所形成。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之電容式微機械超音波換能器，其中該薄膜層被全部的第一
凸部止擋且與該共晶合金接合。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之電容式微機械超音波換能器，其中對應完整覆蓋金屬層的
第一絕緣層所形成的第一凸部上無該薄膜層覆蓋。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之電容式微機械超音波換能器，其中該下電極更包含一第二
絕緣層，該第二絕緣層覆蓋裸露的金屬層，該空腔由該薄膜層、該第二絕緣層與位於該

第二絕緣層兩側的第一絕緣層所形成。

6.　一種電容式微機械超音波換能器，包含：
一下電極，包含：

一下基板，包含一金屬層覆蓋區以及一非金屬層覆蓋區；

一金屬層，覆蓋該金屬層覆蓋區；
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一第一絕緣層，覆蓋該金屬層以及該非金屬層覆蓋區，其中覆蓋該金屬層的第一絕緣層

形成一第一凸部，覆蓋該非金屬層覆蓋區的第一絕緣層形成一第一凹部；以及

一第二絕緣層，覆蓋該第一絕緣層以及裸露的金屬層，其中覆蓋該第一凸部的第二絕緣

層形成一第二凸部，覆蓋該第一凹部的第二絕緣層形成一第二凹部；

一共晶合金，設置於該第二凹部；

一薄膜層，被至少一部份的第二凸部止擋且與該共晶合金接合，使該薄膜層、覆蓋裸露

的金屬層的第二絕緣層與位於前述第二絕緣層兩側的第二絕緣層形成一空腔；以及

一上電極，覆蓋該薄膜層對應該空腔位置的區域。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之電容式微機械超音波換能器，其中該薄膜層被全部的第二
凸部止擋且與該共晶合金接合。

8.　如申請專利範圍第 6項所述之電容式微機械超音波換能器，其中對應被完整覆蓋該第一
絕緣層的金屬層之位置的第二絕緣層所形成的第二凸部上無覆蓋該薄膜層。

9.　一種電容式微機械超音波換能器的製造方法，包含以下步驟：
S11、提供一下基板，且該下基板將包含一金屬層覆蓋區以及一非金屬層覆蓋區；
S12、透過圖案化定義該金屬層覆蓋區；
S13、覆蓋一第一絕緣層於該金屬層以及該非金屬層覆蓋區，並透過圖案化使該第一絕緣
層形成一第一凸部、一第一凹部以及一第一空腔部；

S14、提供一共晶合金，並設置於該第一凹部，且該共晶合金的高度高於該第一凸部的高
度；

S15、提供底面已覆蓋有一薄膜層的一上基板；
S16、施予一力使該上基板的薄膜層持續接觸該下基板的共晶合金直到被該第一凸部止
擋，並使該薄膜層與該共晶合金接合，而完成該上基板與該下基板的接合，且該薄膜層

與該第一空腔部形成一空腔；

S17、移除該上基板；以及
S18、透過圖案化使一上電極覆蓋該薄膜層對應該空腔位置的區域。

10.   一種電容式微機械超音波換能器的製造方法，包含以下步驟：
S21、提供一下基板，且該下基板將包含一金屬層覆蓋區以及一非金屬層覆蓋區；
S22、透過圖案化定義該金屬層覆蓋區；
S23、覆蓋一第一絕緣層於該金屬層以及該非金屬層覆蓋區，並透過圖案化使該第一絕緣
層形成一第一凸部、一第一凹部以及一第一空腔部；

S24、覆蓋一第二絕緣層於該第一凸部、該第一凹部以及該第一空腔部，並分別形成一第
二凸部、一第二凹部以及一第二空腔部；

S25、提供一共晶合金，並設置於該第二凹部，且該共晶合金的高度高於該第二凸部的高
度；

S26、提供底面已覆蓋有一薄膜層的一上基板；
S27、施予一力使該上基板的薄膜層持續接觸該共晶合金直到被該第二凸部止擋，並使該
薄膜層與該共晶合金接合，而完成該上基板與該下基板的接合，且該薄膜層與該第二空

腔部形成一空腔；

S28、移除該上基板；以及
S29、透過圖案化使一上電極覆蓋該薄膜層對應該空腔位置的區域。

圖式簡單說明

圖 1係本發明第一實施例之電容式微機械超音波換能器的剖視圖。
圖 2係本發明第二實施例之電容式微機械超音波換能器的剖視圖。
圖 3係本發明第三實施例之電容式微機械超音波換能器的剖視圖。

(2)
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圖 4係本發明第四實施例之電容式微機械超音波換能器的剖視圖。
圖 5係本發明第五實施例之電容式微機械超音波換能器的剖視圖。
圖 6係本發明第一實施例之電容式微機械超音波換能器製造方法的流程圖。
圖 7(a)~圖 7(h)係分別對應圖 6電容式微機械超音波換能器製造方法的各個步驟的示意圖。
圖 8係本發明第四實施例之電容式微機械超音波換能器製造方法的流程圖。
圖 9(a)~圖 9(i)係分別對應圖 8電容式微機械超音波換能器製造方法的各個步驟的示意圖。
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